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OEM: Texas Instruments Transistor 2N3821 Datasheet

N-Kanal-Silizium-Epitaxial-Planar-Feldeffekt-Transistoren 2N3821, 2N3822
Symmetrischer Aufbau fir Kleinsignalanwendung
Kleiner Sperrstrom: < 100 pA
Kleine Eingangskapazitét: < 6 pF
GroBes Yaus/Cus-Verhaltnis
Mechanische Daten®
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TO-T2 Abmessungen wie TO-18, aber mit 4 AnschluBdrihtan
Absolute Grenzwerte®
Drain-Gate-Spannung 50V
Drain-Source-Spannung +50V
Gate-Source-Sperrspannung —50V
Gate-FluBstrom 10 mA
Dauververlustleistung bei (oder unter) 25 °C Umgebungstemperatur (Bem. 1) 300 mwW

Lagerungstemperatur
Drahttemperatur im Abstand von 1,6 mm vom Gehiuse fir 10 s

Bemerkung:

1. Lineare Reduzierung auf 175 °C Ty mit 2 mW/°C.

* JEDEC registriert.
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—65°C bis +200°C
300 °C



OEM: Texas Instruments Transistor 2N3821 Datasheet
Elektrische Kennwerte* bei Ty = 25 °C (wenn nicht anders angegeben)
Parameter Prifbedingungen®* 2N3821 2M3822 Ein-
min max min max heit

Uieryces Gate-Source-Sperrspannung lg = —1uf, Upz=10 —50 B v

lgas Gate-Reststrom Ugg =—30V,Upg =10 -0,1 —0,1 nA
Ugs = —30V,Upg =10, Tyg=150°C =01 =0,1 pa

Inss Drainstrom Upg =156V, Ugs=0 (Bem.2) 05 25 2 10 ma,

Ugs Gate-Source-Spannung Upg =15V, Ip = 50pA —0,5 -2 v
Ups = 15Y, Ip = 200 uh —1 —4 ¥

Ugsiorn Pinch-Off-Spannung Ups =15V, Ip=05nA — -5 ¥

|¥a1sl Vorwartssteilheit Upg =15V, Ugs=1"0, §=1kHz 1500 4500 3000 6500 u3

(Bem. 2)
|v22al Ausganpgsleitwert Upg =15V, Ugz=10, f=1kHz 10 20 wS
(Bem. 2)

Ci1a Eingangskapazitit Ups=15%, Ugs=0, f=1MHz & G pF

—Cita Riickwirkungskapazitat Ups=15Y, Ugs=0  f=1MHz 3 3 pF

|vz1s] Verwirtssteilheit Upg =15V, Ugs=10  f=100MHz 1500 3000 us

Betriebsdaten® bei Ty = 25 °C

Parameter Prifbedingungen®* max  Einh.

F Rauschfaktor Ups=15Y, Ugs=10, f = 10 Hz, 5 dB

Rg =1MQ, Bandbreite = 5 Hz
en Aquivalente Eingangs-Rauschspannung Upg=15V, Ugs=0, f=10Hz 200 nvf

Bandbreite = 5 Hz

Bemerkung:

2. ImpulsmaBig gemessen: tp = 100 ms, Tastverhaltnis =< 100¢.

* JEDEC reqistriert.

#* Dgr vierte AnschluBdraht (Gehduse) ist bei allen Messungen mit Source verbunden.
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Thermische Kennwerte

Verlustleistungsveriauf

Pr =yerlustleisiung — mw
#

6 M s 75 1M 13X 150 175 200
Ty =Uumgebungstemperatur ==C
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